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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月11日(2018.10.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線層と、
　前記配線層を被覆するバリア膜と、
　前記バリア膜を被覆する絶縁層と、を有し、
　前記バリア膜は、炭素原子含有率が０．２～３．６ａｔｏｍｉｃ％の範囲となるアルミ
ナ膜であることを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記バリア膜は、前記炭素原子含有率が０．２～２．０ａｔｏｍｉｃ％の範囲となるア
ルミナ膜であることを特徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記バリア膜は、前記アルミナ膜中のＡｌ原子に結合したＣＨＸ基を有することを特徴
とする請求項１又は２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記絶縁層を第１絶縁層としたときに、
　上面に前記配線層が形成された第２絶縁層を更に有し、
　前記バリア膜は、前記第２絶縁層の上面及び前記配線層の上面及び側面を被覆するよう
に形成されており、
　前記第１絶縁層は、前記バリア膜の上面及び側面を被覆するように形成されていること
を特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項５】
　前記配線層のラインアンドスペースは、２μｍ／２μｍ以下であることを特徴とする請
求項１～４のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項６】
　配線層を被覆するバリア膜を形成する工程と、
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　前記バリア膜を被覆する絶縁層を形成する工程と、を有し、
　前記バリア膜は、プリカーサとしてトリメチルアルミニウムを用い、反応ガスとしてＨ

２Ｏ又はＯ３を用いて成膜温度を９０℃以下に設定したＡＬＤ（Atomic Layer Depositio
n）法により形成されることを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記バリア膜を形成する工程では、前記ＡＬＤ法における前記成膜温度を３０～９０℃
の範囲に設定したことを特徴とする請求項６に記載の配線基板の製造方法。
【請求項８】
　前記バリア膜を形成する工程では、前記ＡＬＤ法における前記成膜温度を５０～９０℃
の範囲に設定したことを特徴とする請求項６に記載の配線基板の製造方法。
【請求項９】
　前記絶縁層を第１絶縁層としたときに、
　前記バリア膜を形成する工程の前に、
　第２絶縁層の上面に前記配線層を形成する工程を更に有し、
　前記バリア膜は、前記第２絶縁層の上面及び前記配線層の上面及び側面を被覆するよう
に形成され、
　前記第１絶縁層は、前記バリア膜の上面及び側面を被覆するように形成されることを特
徴とする請求項６～８のいずれか一項に記載の配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記配線層を第１配線層としたときに、
　前記第１絶縁層及び前記バリア膜を厚さ方向に貫通し、前記第１配線層の上面の一部を
露出するビアホールを形成する工程と、
　前記ビアホールを充填するビア配線を形成するとともに、前記ビア配線上及び前記第１
絶縁層上に、前記ビア配線を介して前記第１配線層と電気的に接続される第２配線層を形
成する工程と、を更に有する請求項９に記載の配線基板の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、配線層と、前記配線層を被覆するバリア膜と、前記バリア膜
を被覆する第２絶縁層と、を有し、前記バリア膜は、炭素原子含有率が０．２～３．６ａ
ｔｏｍｉｃ％の範囲となるアルミナ膜である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　１０　配線基板
　３１　絶縁層（第２絶縁層）
　３２　配線層（第１配線層）
　３３　バリア膜
　３４　絶縁層（第１絶縁層）
　３４Ｘ　ビアホール
　３５　配線層（第２配線層）
　３９　ビア配線
　５０，６０　シード層
　５１，５２，６１，６２　金属膜
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